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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年12月27日(2012.12.27)

【公開番号】特開2012-14002(P2012-14002A)
【公開日】平成24年1月19日(2012.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2012-003
【出願番号】特願2010-151244(P2010-151244)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   6/122    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/06     (2010.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   6/12    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １１２　
   Ｈ０１Ｓ   5/343   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月8日(2012.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の主面上に形成された光を発振する活性層を含む積層半
導体層のうちの最表面の半導体層であって、Ｉｎを含まないＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体か
らなる前記半導体層の表面に、ＩｎＡｓ又はＩｎＧａＡｓからなる接合層を形成する工程
と、
　前記半導体層の表面を、前記接合層を介して、前記活性層が発振する光を導波する導波
路を有する基板のＳｉ面に接合させる工程と、を有し、
　前記接合層を形成する工程は、前記半導体層の表面と前記基板のＳｉ面とを接合させた
後において、前記活性層が発振する光のエネルギーよりも大きいバンドギャップエネルギ
ーを有するような前記接合層を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記接合層を形成する工程は、ＩｎＡｓ又はＩｎＧａＡｓの複数の量子ドットからなる
前記接合層を形成することを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記接合層を形成する工程は、ＩｎＡｓの複数の量子ドットからなる前記接合層を形成
することを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記接合層を形成する工程は、前記活性層が発振する光の波長が１．３μｍ帯である場
合に、前記半導体層の表面と前記基板のＳｉ面とを接合させた後において、前記接合層の
厚みが５原子層厚以下となるような量のＩｎＡｓを供給することで、前記接合層を形成す
ることを特徴とする請求項３記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の主面上に設けられた光を発振する活性層を含む積層半
導体層のうちの最表面の層であり、Ｉｎを含まないＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体からなる半
導体層と、
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　前記半導体層の表面に設けられ、前記活性層が発振する光のエネルギーよりも大きいバ
ンドギャップエネルギーを有する、ＩｎＡｓ又はＩｎＧａＡｓからなる接合層と、
　前記活性層が発振する光を導波する導波路を有し、前記接合層を介して、前記半導体層
の表面にＳｉ面が接合した基板と、を具備することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　前記接合層はＩｎＡｓ薄膜層であり、前記活性層が発振する光の波長は１．３μｍ帯で
あり、前記接合層の厚みは５原子層厚以下であることを特徴とする請求項５記載の半導体
装置。
【請求項７】
　請求項５または６記載の半導体装置を含むことを特徴とする集積基板。
【請求項８】
　請求項５または６記載の半導体装置を含むことを特徴とする光モジュール。
【請求項９】
　請求項５または６記載の半導体装置を含むことを特徴とする光通信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の主面上に形成された光を発振する活性層を
含む積層半導体層のうちの最表面の半導体層であって、Ｉｎを含まないＩＩＩ－Ｖ族化合
物半導体からなる前記半導体層の表面に、ＩｎＡｓ又はＩｎＧａＡｓからなる接合層を形
成する工程と、前記半導体層の表面を、前記接合層を介して、前記活性層が発振する光を
導波する導波路を有する基板のＳｉ面に接合させる工程と、を有し、前記接合層を形成す
る工程は、前記半導体層の表面と前記基板のＳｉ面とを接合させた後において、前記活性
層が発振する光のエネルギーよりも大きいバンドギャップエネルギーを有するような前記
接合層を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法である。本発明によれば、Ｉｎ
を含まないＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層と基板とが剥がれることを抑制できる。また、活
性層が発振する光が、接合層で吸収されることを抑制できるため、光強度の強い光が、基
板に設けられた導波路で導波することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記構成において、前記接合層を形成する工程は、ＩｎＡｓ又はＩｎＧａＡｓの複数の
量子ドットからなる前記接合層を形成する構成とすることができる。この構成によれば、
Ｉｎを含まないＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体からなる半導体層の表面と基板のＳｉ面とを接



(3) JP 2012-14002 A5 2012.12.27

合させた後において、接合層が、活性層が発振する光のエネルギーよりも大きいバンドギ
ャップエネルギーを有することを容易に実現できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明は、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の主面上に設けられた光を発振する活性層を
含む積層半導体層のうちの最表面の層であり、Ｉｎを含まないＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体
からなる半導体層と、前記半導体層の表面に設けられ、前記活性層が発振する光のエネル
ギーよりも大きいバンドギャップエネルギーを有する、ＩｎＡｓ又はＩｎＧａＡｓからな
る接合層と、前記活性層が発振する光を導波する導波路を有し、前記接合層を介して、前
記半導体層の表面にＳｉ面が接合した基板と、を具備することを特徴とする半導体装置で
ある。本発明によれば、Ｉｎを含まないＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層と基板とが剥がれる
ことを抑制できる。また、活性層が発振する光が、接合層で吸収されることを抑制できる
ため、光強度の強い光が、基板に設けられた導波路を導波することができる。
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